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Oz: Bu caligmada kullanilan Al/TiO,/p-Si Schottky Diyotu (SD) termal buharlastirma yontemi
kullanilarak olusturuldu. Aygitin elektriksel ozellikleri genis sicaklik araliginda ve farkli
aydinlanma siddetlerine bagli olarak gergeklestirildi. Sicakliga bagli o6lgimler 20 K adim
araliklarla 100 K ve 320 K araliginda gergeklestirildi. Artan sicaklikla birlikte, aygitin idealite
faktorii degeri 4,878’den 2,305°¢ kadar azalmaktayken, engel yiiksekligi ise 0,287 ¢V’den 0,714
eV’e kadar artmaktadir. Aygit igin elde edilen diyot parametreleri literatiirdeki gesitli yontemlerle
elde edilen benzer yapilarla karsilastirildi. Yerli oksit tabaka, kirlilikler, tiiketim bolgesi kalinligi
gibi nedenlerden dolayr arayiizey durumlarmmn degerinin 10** eV'cm? mertebesinde oldugu
sonucuna varildt. Isik siddetine bagl olarak gerceklestirilen 6lgiimlerde idealite faktorii degeri
artan 151k siddetiyle 2,238’den 2,868 e kadar artmaktayken, engel yiiksekligi degeri 0,645 eV’den
0,574 eV’ye kadar azalmaktadir. Ayrica yapinin fotoakim-zaman grafigi ¢izilerek 1s18a tepkisi
incelendi ve aygitin 1s18a tepki siiresinin 0,26 s’den az oldugu bulundu.
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Abstract: The Al/TiO,/p-Si Schottky Diode (SD) used in this study was fabricated using the
thermal evaporation method. The electrical properties of the device were carried out in a wide
temperature range and different illuminance intensities. Temperature dependent measurements
were carried out at between 320 K and 100 K step by 20 K. With the increasing temperature, the
ideality factor value of the device decreases from 4.878 to 2.305 and the barrier height increases
from 0.287 eV to 0.714 eV. The diode parameters obtained in this study were compared with
similar structures obtained by various methods in the literature. It was concluded that the value of
the interface states was the order of 10* eV'cm™ due to reasons such as the local oxide layer,
impurities, thickness of depletion layer. In measurements performed depending on the illuminance
intensity, the value of the ideality factor increases from 2,238 to 2,868 with increasing illuminance
intensity, while the barrier height value decreases from 0,645 eV to 0,574 eV. In addition, the
photocurrent-time graph of the structure was drawn and its response to light was examined. The
response time of the device to light was found to be less than 0.26 s.

HfO,, ZnO ve Al,O3 gibi yiiksek dielektrige sahip

1. GIRiS

Son yillarda yapilan ¢aligmalar Metal-Yariiletken (MY)
kontak olarak bilinen Schottky diyotlarmm (SD) aygit
teknolojisinde dnemli bir yere sahip olmasindan dolay1
bu tip yapilarin giivenilirligi ve performanst iizerine
odaklanmis durumdadir [1-3]. Bundan dolayr MY tipi
SD diyotlar metal ile yariiletken arasinda geleneksel
olarak kullamilan SiO, gibi malzemeler yerine TiO,,

alternatif arayiizey tabakalar1 kullanilarak Metal-
Yalitkan-Yariiletken (MYY) ya da Metal-Polimer-
Yariiletken (MPY) yapilara doniistiriilmektedir [4—13].
SiO; ile karsilastirildiginda bu araylizey tabakalarinin en
O6nemli avantaji disiik arayiizey durumlarma sahip
olmalar1 ve yiiksek dielektrik gegirgenlige sahip
olmalaridir. Bu tiir yiiksek dielektrik materyal
kullanilmas1 aygitin yiiksek idealite faktorii (n), seri
direnci (R;) ve araylizey durumlarinin (Ng) azalmasini
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saglar. Bdylece aygitin performansit ve gilivenilirligi
onemli 6l¢iide gelistirilebilir.

Yukarida bahsedilen nedenlerden dolayl, yiiksek
dielektrik materyaller arasinda, optik 6zellikleri ve ilging
kimyasal yapiya sahip olmasindan dolayr Titanyum
dioksit (TiO,) diger materyallere oranla arastirmacilar
tarafindan daha ¢ok ilgi goriiyor. Ayrica TiO, kimyasal,
optik ve elektrik o&zelliklerinden dolayr litaratiirde
kapsamli olarak incelenmektedir. TiO, iyi bilinen ve yar1
iletken teknolojisinde en ¢ok arastirilan materyallerden
birisidir. Genis bant araligina (3.05 eV) sahip olan TiO,,
diisiik s1zint1 akim yogunlugu, yiiksek termal stabilite ve
yiiksek dielektrik sabitinden dolayr SD, giines pili ve
sensdr  uygulamalarinda  potansiyel bir adaydir
[10,11,14-16]. TiO, esas olarak Kkatalizor destekleri,
filtreler, kaplamalar, foto-iletkenler ve dielektrik
malzemeler olarak uygulanir. TiO, tabanli aygitlarin
performansi ve giivenilirligi 6zellikle metal-yariiletken
arayliziindeki TiO, tabakasinin olusumuna, tavlama
sicakligina, arayiiziinde arayiiz durumlarimin
yogunluguna (Ng), cihazlarin seri direncine (Rg) ve
homojen olmama durumlarina baghdir. Lee ve ark. [17],
araylizey tabakasimin biiyiimesi sonucu kagak akimda
azalma meydana geldigini dne siirmiiglerdir.

Bu calismada, termal buharlastirma yontemiyle
hazirlanan Al/TiO,/p-Si  Schottky Diyotun elektriksel
ozellikleri incelendi. Aygitin elektriksel 6zellikleri
tizerine sicaklik ve aydinlanma siddeti etkisinin daha iyi
anlagilmasi adina bu fiziksel kogullardaki dlgtimler genis
bir aralikta gergeklestirildi. Ayrica elde edilen veriler,
literatiirde fabrikasyonu ve karakterizasyonu
gergeklestirilmis  TiO, arayiizeyine sahip  ¢esitli
aygitlarlarin  elektriksel ozellikleri ile karsilastirildi.
Araylizey durumlarn aygitin elektriksel 6zelliklerini
etkilediginden bu durumlarin etkisini ayrintili incelemek
icin farkl sicakliklardaki Ng-(Egs-E;) grafigi cizilerek
araylizey durumlarimin davranigini incelendi.
Fotoaygitlar i¢in Snemli bir parametre olan fotoyanit,
fabrikasyonu yapilan aygitin fotoakim-zaman grafigi
gizilerek incelendi.

(a) Al dogrultucu kontaklar
. TiOamyizey
p-Si

Al omik kontak

Sekil 1. Al/TiO,/p-Si SD’nin (a) sematik gosterimi (b) enerji bant diyagrami
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2. MATERYAL VE METOT

Al/TiOy/p-Si SD’nin hazirlanmasi i¢in Oncelikle 1-10
Q-cm 6zdirengli, (101) yonelimli ve 500 pm kalinlikh
Boron katkili p-Si ultrasonik banyoda sirasiyla beser
dakika boyunca aseton, isopropanol ve deiyonize su ile
yikandi. Yikanan kristal kuru nitrojen gazi ile iyice
kurutuldu. Kimyasal olarak temizlenen kristal hemen
termal buharlastirma sistemine alind1 ve burada arka mat
yilizeyin tamamina yaklasik 10° Torr’da yiiksek saflikta
(%99.999) Al buharlastirildi. Daha giivenilir ve daha
diisiik bir omik kontak elde etmek icin Al kapl kristal
450 °C’de 5 dk boyunca tavlandi. Boylelikle omik
kontak  olusturulmus oldu. Arayiizey tabakasini
olusturmak i¢in ise omik kontagi olusturulan kristalin 6n
yiizeyine termal buharlastirma sisteminde 10 Torr’da
iizerinden akim gegcen molibden flama yardimiyla toz
haldeki TiO, (Sigma-Aldrich, ~25 nm ortalama pargacik
boyutu, %99,5 saflik) buharlastirildi. Elde edilen bu
araylizey tabakasimin kalinligi (8;) 1 MHz’deki yalitkan
tabaka kapasitansindan (C; = gjgpA/J;) yaklasik 20.4 nm
olarak hesaplanmistir. Yiik gegisisin yariiletken taraftan
metal tarafa gecisini kolaylastirmak amaciyla dogrultucu
ya da diger adiyla Schottky kontagi yapmak i¢in ise
lizerinde 1 mm yarigapli gdlge maske yardimiyla
kristalin araylizey kapli tarafina termal buharlastirma
sisteminde 10° Torr’da yiiksek saflikta (%99.999) Al
buharlastirildi. Boylece 1 mm ¢apli ve yaklagik 100 nm
kalinliginda bir kontak elde edilmis oldu. Bdylelikle
Al/TiOy/p-Si  SD fabrikasyonu tamamlanmis oldu.
Tamamlanan aygitin sematik gosterimi ve enerji bant
diyagrami Sekil 1 (a) ve (b)’de gosterilmistir. Diyotun
hem farkli sicakliktaki hem de farkli aydinlanma
siddetleri altindaki akim-grilim (I-V) 6lgiimleri Keithley
2400 source meter kullanilarak gergeklestirildi. Sicakliga
bagli oOlglimlerde aygit i¢ ortami karanlik olan bir
kreyostat igerisine yerlestirilerek bilgisayar yardimiyla
sicaklik kontrolil saglanarak her sicakliktaki I-V 6l¢iimii
tek tek gerceklestirildi. Aydinlanma siddetine bagh
Olciimler ise karanlik ve farkli aydinlatma kosullarinda
bir solar similatér yardimiyla her aydinlatma
siddetindeki I-V ol¢limleri tek tek gerceklestirildi.

(b)

Vakum Seviyesi

A i
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3. BULGULAR
3.1. Sicakhga Bagh Elektriksel Ozellikler

Al/TiOy/p-Si SD igin sicakliga bagli I-V dl¢iimleri 20
K adimlarla 100 K ile 320 K araliginda gergeklestirildi.
Aygit i¢in elde edilen I-V-T grafigi Sekil 2’de
verilmistir. Sekilden goriildigii gibi yaklagik 0,5 V’den
sonra arayiizey tabakast (TiOp) ve p-Si kristalinin
kalinliklarmin neden oldugu diyotunun seri direncinden
(Rs) dolay1 tiim sicaklik degerleri igin I-V-T grafiginde
lineerlik bozularak bir biikiilme meydana geliyor
[18,19]. Dahasi, artan sicaklikla ve uygulanan gerilimle
birlikte dogru beslemde akim degeri iisten olarak
artiyor. Bu durum [-V grafiginin bu sekilde
davranisinin  sicakliga giicli  bir sekilde bagh
oldugunun gostergesidir. Dogrultma Oran1 (DO) bir
diyotun I-V grafiginin dogrultma Kkalitesini belirler.
Buna gore DO dogru beslem akimmin (Ig) ters beslem
akimina (Ig) orani olarak tanimlanir. Aygit igin her bir
sicaklik degerinde + 2V’de hesaplanan DO degerleri
Tablo 1°de verilmistir. Hem Tablo 1 hem de Sekil
3’den goriilityor ki aygit biitiin sicakliklar i¢in iyi bir
DO degerine sahiptir ve sicakligin azalmasiyla birlikte
DO degeri artmaktadir.

102

10° |

104}

10°

< 100
107
104
104
1o.|0 ' A '
2 A 0 1 2
V)

Sekil 2. Cesitli sicakliklarda Al/TiO,/p-Si SD i¢in elde edilen I-V-T
grafigi

Bir diyota uygulanan gerilim ile akim arasindaki iliski
genellikle Termiyonik Emisyon (TE) teorisi ile
tanmimlanir. TE’ye gore bu iki parametre arasindaki
iligki Esitlik 1.’deki gibi verilir [16,20-22].

I = lyexp (%) (D

Burada lgp doyma akimi, n ise idealite faktoriidiir ve
bunlar agagidaki gibi tanimlanirlar [20,23-25];

lo = AA"T?exp (— 122) 2)

KT
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_a av
= e aan) (3)

Burada A diyot alani, A* Richardson sabiti (p-Si i¢in
32 A cm?K™), k Boltzman sabiti (1,38x10% J K™'), T
ise Kelvin cinsinden sicakliktir. Ayrica Esitlik 2.’de
verilen ®g, sifir beslemdeki engel yiiksekligidir ve
asagidaki gibi tanimlanir [20,21,26];

AA*TZ)

_kr
Bpo = p ln( Io

(4)
Aygitin I-V-T grafigin her bir sicaklik degerleri i¢in bu
sicakliklara ait lineer bdlgelerinin egimleri, x eksenini
kestigi noktalar ve Esitlik 2.-4. kullanilarak hesaplanan
N, lg ve @gq degerleri Tablo 1°de verilmistir.

Tablo 1. Cesitli sicakliklarda Al/TiO/p-Si SD igin elde edilen n, I,
g, Rs Ve Ry, degerleri

DO
T n lo Dpo Rs Rsn ¥10°
(K w || @ | @ | 2
320 | 2,305 | 1,48x107 | 0,714 | 307,31 390,83 1,27
300 | 2,437 | 9,23x10° | 0,679 | 322,11 569,58 1,77
280 | 2,544 | 5,49x10® | 0,643 | 338,29 847,33 2,51
260 | 2,639 | 2,89x10® | 0,608 | 361,34 | 1303,14 3,61
240 | 2,720 | 1,45x10° | 0,572 | 388,20 | 203552 5,24
220 | 2,889 | 7,89x10° | 0,533 | 418,32 | 3254,14 7,78
200 | 3,107 | 3,91x10° | 0,493 | 460,62 | 5585,28 12,12
180 | 3,350 | 1,82x10° | 0,452 | 506,46 | 9616,87 18,99

160 | 3,479 | 5,38x10™ | 0,416 | 569,48 | 18236,69 | 32,02

140 | 3,928 | 2,11x10™ | 0,372 | 647,88 | 36812,01 | 56,82

120 | 4,628 | 7,68x10™ | 0,326 | 751,03 | 82240,56 | 109,51

100 | 4,878 | 9,12x10%? | 0,287 | 894,45 | 213631,6 | 238,84

250

200 |

150 |

DO x10°

50

100 150 200 250 300
Sicaklik (K)
Sekil 3. DO’nun sicakliga bagli degisimi.

Tablo 1 ve Sekil 4’ten de goriildiigi gibi sicaklik
artmastyla n degeri azalirken ®gy degeri artmaktadir.
Bu da gosteriyor ki hem n degeri hem de ®gy degeri
uygulanan sicaklik degerlerine gii¢li bir sekilde
baglhdir. Temel olarak, akim iletimi sicaklikla iligkili
bir silirectir. Bundan dolay1 elektronlar daha diisiik
sicakliklarda diisiik engelden gecebilirken daha yiiksek
sicakliklarda yiiksek engeli asabilecek yeterli enerjiye
sahip  olduklarindan  dolayr  yiiksek engelden
gegebilirler. Dahasi, artan sicaklikla birlikte engel
yiiksekligindeki artig, sicaklik ile iliskili tuzaklarin ve
rekombinasyon  merkezlerinin  meydana gelmesi
yoluyla TiO,/p-Si metal-yariiletken yapilarin tiikenme
bolgesindeki dondr konsantrasyonundaki azalma ile
aciklanabilir [27].
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50
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100 150 200 250 300

T (K)
Sekil 4. n ve ®g, degerlerinin sicaklik ile iligkisi
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Termal kaplama  haricinde c¢esitli  yontemler
kullanilarak TiO, araylizey tabakasi olusturulmasi
literatiirde mevcuttur [14,28-31]. Farkli yontemler
kullanilarak olusturulan TiO, arayiizeyine sahip SD’ler
icin TE teorisi kullanilarak elde edilen n, I ve dgg
degerleri Tablo 2’de verilmistir. Tablodan da
goriildiigii gibi oda sicaklifi ve civarinda yapilan
Olgiimlerde araylizey tabakasini olusturmak igin
kullanilan yontemin farkliligi n, I ve ®gy degerlerini
etkilemistir. Bu g¢alismada olusturulan aygitin temel
diyot parametreleri literatiirdeki diger yontemlerle elde
edilenler ile karsilastirildiginda n degeri yiiksek olarak
elde edilmisken engel yiiksekligi digerlerine kiyasla
daha kii¢iik bulunmustur.

Tablo 2. Cesitli yontemler kullanilarak olusturulmus TiO, arayiizeyine sahip SD i¢in TE kullanilarak elde edilen n, I ve ®gy degerleri

Diyot Arayiizey Kaplama Yontemi (;) n (k) (C(I: \E;O) Referans

Al/TiO,/p-Si Termal kaplama Oda sicakligt 2,437 9,23x10°® 0,679 Bu ¢alisma
Al/TiO,/p-Si Atomik tabaka kaplama Oda sicakligi 1,04 - 0,80 [14]
AU/TiO, (rutile)/n-Si DC magnetron piiskiirtme yontemi 295 2,59 - 0,72 [28]
Al/TiO,/p-Si Daldirma siire¢ yontemi 300 151 1,64x108 0,722 [29]
Al/TiO,/n-Si Spin-coating 300 1,93 1,83x10™ 0,93 [30]
Ni/n-TiO,/p-Si/Al Darbeli lazer biriktirme 300 - - 0,59 [31]

Diyotlarin ideallikten sapmasina neden olan bir baska degerleri Tablo 1’de verilmistir. Ayrica Rg’nin

parametre de yapimin direncidir (R;). Aygit i¢in Ohm
Yasast [20] (R=dV/dl) kullanilarak hesaplanan R;-V
grafigi Sekil 5’te verilmistir. Dogru 6ngerilimlemedeki
Ri degeri yapinin seri direncine (Rg) karsilik gelirken
ters ongerilimdeki R; degeri ise yapinin sont direncine
(Rgn) karsilik gelir. Ideal durumda R degeri oldukga
kiiciik olmasi gerekirken Rg, degeri olduk¢a biiylik
olmas1 gerekir. Aygit i¢in Ry’nin dogru ve ters
beslemdeki degerleri kullanilarak hesaplanan Rg ve Rg,

sicaklikla iliskisi Sekil 5’in igerisinde verilmistir. Bu
sekilden ve Tablo 1’den gorildiigii gibi azalan
sicaklikla birlikte yapinin Ry degeri artmaktadir. Daha
diisiik sicakliklarda daha diisiik termal enerjiye sahip
elektronlarin varligindan dolayi, bariyeri gegen serbest
tasiyici konsantrasyonu azalacak ve akim iletimi, daha
diistik bariyer yiiksekligine sahip yamalar boyunca
hakim olacaktir. Bdylece R degeri artacaktir.

100

e

108

R (Q)

104

103

102

.....................

10!

aEmRP>PqgaOO

320K o 200K
300K o 180K
280K A 160K
260K v 140K
240K @ 120K
220K e 100K

-2 T -1 T 0
v (V)

Sekil 5. Cesitli sicakliklarda Al/TiO2/p-Si SD i¢in elde edilen R;-V grafigi
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Araylizey durumlart (Ng) bir diyotun elektrik ve
dielektrik 6zelliklerini etkiler ve idealden sapmasina
neden olur. Yani araylizey tabakasi ve yariiletken
arasinda yerlesmis Ng’lerin varligi aygitin  akim-
gerilim ve kapasitans-gerilim 6l¢iimlerine etki eder. N
enerjiye bagh degisim grafigi asagidaki esitlikler ve
dogru beslem I-V verileri kullanilarak hesaplanabilir
[32,33].

V—-IRg
nV) = :_T{W} (5a)
B = Bgo + (1 —%) V —IR,) (5b)
Ess - EV = q(Qe - V) (SC)
N () = (& ) - D - 2} (54)

Burada @, efektif engel yiiksekligi diger parametreler
literatiirde  belirtilmistir  [34-37].  Esitlik 5a.-5d.
kullanilarak aygit igin elde edilen Ng - (Es-E,) grafigi
Sekil 6°da verilmistir. Sekil 6’dan da gorildigi gibi,
araylizey tabakasindan dolayr sarkan  baglar
pasiflesmistir ve verilen enerji bolgesinde diyot i¢in N
degerleri diisiiktiir. Ayrica, araylizey tabakasi hem
tastyicilarin  metal-yar1 iletken baglantisindan igeri
girmesini engeller hem de yari iletken yiizeydeki aktif
sarkan baglar1 etkisiz hale getirir [38]. Metal ile

Tr. J. Nature Sci. Volume 10, Issue 1, Page 275-283, 2021

yariiletken arasinda dogal yolla olusan ince bir yerli
oksit tabaka, kirlilikler, tilketim bolgesi kalinlig1 ve
arayiizey tabakasinin yiliksek dielektrik degere sahip
olmasi araylizey durumlarinin yiiksek olmasina neden
olur.

3.2. Aydinlanma Siddetine Bagh Elektriksel
Ozellikler

Fabrikasyonu gerceklestirilen aygitin cesitli
aydinlanma siddetine bagli yar1 logaritmik I-V grafigi
Sekil 7 (a)’da gosterilmigtir. Sekil 7 (b)’de ise aygitin
100 mW cm™®deki linner I-V grafigi verilmistir. Sekil
7 (a)’da goriildiigi gibi 6zellikle ters beslemde akim
aydinlanma siddetine bagl olarak artiyor. Ciinkii boyle
1518a maruz kalan bir yapida ters beslemde akimin
artmasi,  yariiletkendeki tastyicilarin 1s18a maruz
kaldiklarinda valans bandindan iletim bandina
gegmesiyle gerceklesir. Sonucunda da ters beslem
akimi artar. Cesitli aydinlanma siddetleri altinda aygit
icin TE teorisi (Esitlik 1.-4.) ve Ohm yasasi
kullanilarak elde edilen temel elektriksel parametreler
Tablo 3’de verilmistir. Tablodan da goriiliiyor ki, 151k
siddetine bagli olarak idealite faktorii artarken engel
yiiksekligi azaliyor. Ayrica hem Ry hem de Ry,
degerinin aydinlatma siddetine bagli degisimi Sekil
8’de verilmistir. Sekilden de goriildiigl gibi aydinlatma
siddetinin atmastyla beraber aygitin hem R¢’nin hem de
Rqy’in degisiklik olmaktadir.

2,5x10

® 100K
120 K
® 140K

14 |
alx10 ® 160K
180 K
. 200 K
% 15x10% | ® 220K
& [ ® 240K
= ® 260K
?g [ ® 280K
a  10M | ® 300K
z ® 32K

5,0x10% -

0 L " i 't 1 n i " n L n " i L 1 i " 1 L 1 L i
0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7

E.-E (eV)

Sekil 6. Cesitli sicakliklarda Al/TiO,/p-Si SD igin elde edilen Ng-(Ess-E) grafigi
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Sekil 7. Al/TiO,/p-Si SD"un (a) gesitli aydinlatma siddeti altinda yari-logaritmik 1-V grafigi (b) 100 mW cm™deki lineer I-V grafigi
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Sekil 8. Rs ve Ry, degerinin farkl aydinlatma yogunluguna gore degisimi

Tablo 3. Cesitli aydinlatma

iddetlerinde Al/TiO,/p-Si SD i¢in elde edilen n, Iy, @go, Rs Ve Ry degerleri

P lo Dgo Rs Ren
(mwicm?) " A) (V) @ (k)

0 2,238 3,39x107 0,645 294,55 161,96
30 2,548 7,54X10'7 0,624 276,66 24,01
40 2,584 8,73x10'7 0,620 274,12 21,01
60 2,739 1,19x10°® 0,612 274,34 16,13
80 2,826 1,72X10’6 0,603 271,54 13,52
100 2,868 5,28x10°® 0,574 251,29 10,87

Aygitin elektron-hol rekombinasyonunu incelemek igin
-2 V’ta fotoakim-zaman grafigi ¢izilmis ve Sekil 9°da
verilmistir. Olgiim anahtar acik (100 mW cm'z) ve
anahtar kapali konumda yapilmistir. Anahtar agik
konuma getirildiginde artan serbest yiik tasiyicilarindan
dolay1 akim aniden artiyor ve maksimum degerine
ulagiyor [39-42]. Anahtar kapatildigi zaman yiik
tagtyicilarinin  tuzaklanmasi sonucu akim aniden
minimum degerine ulasiyor ve anahtar acgik konuma

getirene kadar sabit kaliyor [39-42]. Aydinlanma
yogunluguna yanit, yiikselme siiresi ve diisme siiresi
degerlendirilerek elde edildi. Hem yiikselme hem de
disiisteki  gercek tepki siirelerinin yaklagik 0,26
saniyeden az oldugu bulundu. Iki bitisik veri noktas
arasinda oOlgiilen zaman aralii, ekipmanin zamansal
¢oziintirligii ile sirhidir. Hizli yanit, elektron-hol
ciftlerinin yiiksek verimli bir iiretimini ve ayrilmasini

ortaya ¢ikarir.

280



Tr. Doga ve Fen Derg. Cilt 10, Say1 1, Sayfa 275-283, 2021

Tr. J. Nature Sci. Volume 10, Issue 1, Page 275-283, 2021

2,5x104
[ Aydinhk
& (100 mW cm?)
2,0x104"-r’~ -ﬂ-p
_ 1,5x104-—
$ L
E
= a
S 10 r
(o]
[T
5,0x10°5
D [
Karanhk
" 1 1 I 1 n 1 I L 1 i . . 1 1 " n 1
0 50 100 150 250
Zaman (s)

Sekil 9. Al/TiO,/p-Si SD*un -2 V* da 100 mW cm™ aydinlatma siddeti altinda fotoakim-zaman grafigi

4. SONUC
Bu c¢alismada termal buharlastirma  yontemi
kullanilarak ~ elde edilen  Al/TiO,/p-Si  SD’nin

elektriksel 6zellikleri hem sicaklik hem de aydinlanma
siddetine bagh olarak incelendi. n, Iy, ®gy Ve R gibi
temel diyot parametreleri hem aydinlanma hem de
sicakliga bagli olarak hesaplandi. Sicakliga ve
aydinlanma siddetine bagli sonuglar gosterdi ki idealite
faktorii, n aydinlanma siddeti arttik¢a artarken sicaklik
arttikca azaliyor. ®py aydinlanma siddeti arttik¢a
artarken sicaklik arttikca azaliyor ve R ise hem
aydinlatma siddeti hem de sicaklik arttikca azaliyor.
Sicakliga bagli araylizey durumlari incelendi ve Nss
degerinin 10™ eV cm? smirinda oldugu gézlemlendi.
Ng’in boyle yiiksek ¢ikmasi oksit tabaka, kirlilikler ve
tiketim bolgesi kalinligina atfedildi. Ayrica fabrike
edilen diyotun aydinlanma siddetine bagh 1518a
tepkimesi incelendi.
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